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[はじめに]II-IV-V2族半導体 ZnSnAs2は Mn を添加することで室温強磁性を示し、半導体スピントロ
ニクスへの応用に向けた磁性半導体として注目されている[1]。ZnSnAs2 はバルク形状ではカルコパ
イライト構造をとり、スファレライト構造に 655 ℃で転移を起こすことが知られている[2]。ZnSnAs2

薄膜も同様にカルコパイライトまたはスファレライト構造を有するとされるが、結晶構造や局所構
造は未知な点が多い。本研究では、InP 基板上に成長した ZnSnAs2薄膜[3]の構造解析を蛍光 X 線ホ
ログラフィー法(XFH)[4]を用いて行い，それらの評価を行った。 

[実験方法] ZnSnAs2薄膜は，MBE法により半絶縁性 InP(001)基板上に 500nm成長させた。サンプ
ルは 10 mm×10 mmにカットしインバース XFH により測定を行った。XFH 測定は Photon Factory

にて BL6C ビームラインを用いて測定した。X 線源は ZnKα蛍光 X線を用い、アバランシェフォ
トダイオードにて検出を行った。 

[実験結果] Fig.1(a)は ZnSnAs2薄膜の XFH による(001)面の z=0での再生像、Fig.1(a)-(d)ではシミュ
レーションモデルの再生像であり、Fig1(b)はカルコパイライト構造モデルの c 軸配向、Fig1(c)は
カルコパイライト構造モデルの a 軸配向、Fig1(d)はスファレライト構造モデルでの再生像を示し
た。Fig.1(a)では原子像が明瞭に観測され中心原子から離れるに従い強度が単調に減少している。
Fig1(b)-(c)のシミュレーションとの強度比較により、本サンプルではスファレライト構造モデルで
の強度変化と類似しており、スファレライト構造をとる可能性が高いことがわかった。 
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Fig.1 Atomic images on the (001) plane at z = 0.0 Åaround the central Zn atomobtained from(a) experimental 

holograms, theoretical holograms using models of (b) c-axis and (c) a-axis oriented chalcopyrite, and (d) sphalerite structures. 
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